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１．概要（Summary）
電子デバイスを基板上に電気的に接合させる実装技

術において、接合温度が高温になると基板とチップとの熱

膨張係数の違いによる物理的ダメージや、電子デバイス

への熱ダメージが生じる等の課題が存在するため、低温

での接合が重要である。ここで、表面との反応性が高いス

ポンジ状の金属である、金ナノポーラスを用いた接合技術

が報告されているが[1]、接合技術の詳細な検討は行われ

ておらず、接合性の向上を目的とした最表面の有機汚染

物除去などの表面処理技術も報告されていない。

そこで本報告では、金ナノポーラスを用いた接合技術

の接合性向上を目的として、物理的・熱的ダメージの少な

い酸素雰囲気下での真空紫外光照射（VUV/O3 処理）に

よる表面処理[2]を応用し、ナノポーラス構造を維持したま

まの表面処理技術を検討いただいた結果を報告する。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

FE-SEM
【実験方法】

金を成膜した Si 基板上に、ナノポーラス金粉末を用い

てバンプ構造を形成する。その後、エキシマ照射装置を

用いてナノポーラスバンプ表面に処理を施し、チップボン

ダーにて接合を行う。評価は、引張強度試験にて接合強

度を評価し、破断面の観察を FE-SEM を用いて行った。

３．結果と考察（Results and Discussion）
引張強度試験より、VUV/O3 処理を施したナノポーラス

金接合の強度は、未処理のものに比べて 2 倍以上の強

度が得られた。さらに、Fig.1 に示した引張強度試験後の

破断面観察より、VUV/O3 処理を施したサンプルでは、金

属部分のサイズが拡大していることが確認され、これはナ

ノポーラス表面の有機物が除去されて、原子の拡散が促

進したためだと考えられる。これらの結果より、ナノポーラ

ス金接合において、ナノポーラス構造を破壊せずに表面

処理が施せる VUV/O3処理は有効であると示された。

Fig.1 SEM images of fractured surface (a) without 
treatment and (b) with treatment.
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